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1. Вплив зовнішніх факторів на електрофізичні властивості приповерхневого шару базисних граней кристалів
CdS

2. The influence of external factors on the electro-physical properties of surface layer of CdS crystal basal face

Реферат:
1. Дисертація присвячена вивченню процесів перебудови дефектної структури приповерхневого шару
базисних граней кристалів CdS. Вперше виявлено явище емісії електронів з базисних граней кристалів CdS
без попереднього збудження поверхні при їх охолодженні від кімнатної температури до температури рідкого
азоту. Інтенсивність потоку електронної емісії з Cd-грані CdS залежить від провідності монокристалів та дії
певних зовнішніх факторів. Запропоновано механізм перебудови структурних дефектів приповерхневого
шару грані (000І) CdS при охолодженні. Суть його полягає у зміні конфігурації принаймні двох
метастабільних структурних дефектів з вивільненням певної кількості додаткових вільних електронів, які під
дією пірополя емітують у вакуум. Встановлено граничні дози опромінення, які дозволяють покращити та
стабілізувати параметри приладів на базі бар'єрів Шотткі метал-CdS.

2. The dissertation work is devoted to study of defect structure rebuilding process of surface layer of CdS crystal
basal face. For the first time the electron emission taking place from the basal faces of CdS crystals without



previous excitation of surface during cooling from room temperature to temperature of liquid nitrogen was
revealed. Intensity of electronic emission stream from CdS Cd-face depends both on single crystal conductivity
and exposure to some external factors. Rearrangement mechanism of surface layer structural defects of CdS (000І)
face during the cooling has been proposed. The change of configuration at least two metastable structural defects
accompanying by release of certain free additional electrons which emitted into vacuum under action of
pyroelectric field is the main point of the corresponding model. The limiting values of irradiation doses, which are
favored for improvement and stabilization of the devices parameters on the basis of metal-CdS Shottky barriers
were determined.
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